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Solução: 

f 1.5 109
 Hz λ

c
f

 λ 0.2m

l 20 cm

p 0.715

λg p λ λg 0.143m β
2 π
λg



Zo 50 Ω

ZL 60 j 40( ) Ω Lload
Im ZL( )
2 π f

 Lload 4.244 10 9
 H

Pavg 200 W

a) Da equação 2.35 do Cap II das notas de aula:

Γ
ZL Zo

ZL Zo
 Γ 0.197 0.292i

b) Da equação 2.38 do Cap II das notas de aula: 

RL 20 log Γ  RL 9.063 dB

c)  Da equação 2.37 do Cap II das notas de aula , com |Vo+| = Vm: 

Pavg
1
2

Vm2

Zo
 1 Γ 2 =

Daí, resolvendo para   Vm = |Vo+|, temos 

Vm
1

1 Γ 2
2( ) 2 Γ 2   Pavg Zo 

1

2
 Vm 151.107V

 Das equações 2.40a e 2.40b do Cap II das notas de aula, com |Vo+| = Vm: 

Vmax Vm 1 Γ( ) Vmax 204.336V

Vmin Vm 1 Γ( ) Vmin 97.878V

d)  Da equação 2.41 do Cap II das notas de aula: 

ROE
1 Γ

1 Γ
 ROE 2.088

Note que: 

Vmax
Vmin

2.088



e)  Aplicando o operador módulo |.| na equação 2.34a do Cap II das notas de aula, com  U(z)= |V(z)|, e assumindo que Vo+=|Vo+|ej0

= Vm  (i.e., assumindo ângulo de fase nulo em z=0 para o fasor da onda de tensão que se propaga na direção z+), temos:

U z( ) Vm e j β z
Γ ej β z


z l 0.99 l 0 (z= - l conforme Fig 2.4 do Cap II das notas de aula)
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f)  Aplicando o operador módulo |.| na equação 2.34b do Cap II das notas de aula, com  J(z)= |I(z)|, e assumindo que Vo+=|Vo+|ej0 =
Vm (i.e., assumindo ângulo de fase nulo em z=0 para o fasor da onda de tensão que se propaga na direção z+), temos:
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Resposta g)

Resposta h) - Etheta

Resposta h) - Ephy e implicações
construtivas

Implicações construtivas: O significativo ganho de irradiação das componentes theta e phy do campo elétrico E implica que na construção de dispositvos
com microstrips se faça uso de caixa metálica enclausurando a microstrip, formando uma blindagem eletromagnética p/ o campo Etheta e Ephy
irradiado. A blindagem deve ser eletromagneticamente selada para evitar que campos EM externos acoplem na micrsotrip e que o campo EM gerado
pela microstrip acople em dispositivos externos, evitando assim interferências e instabilidades (oscilações) indesejadas.


	+.pdf
	+.pdf
	+.pdf
	+.pdf
	+.pdf
	+.pdf
	+.pdf
	combined&printed.pdf
	Resp (g)
	Resp (h) -theta
	Resp (h) - phy











